                                                                                                              بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:
(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)
(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                    (   سمينار تخصصي      (Seminar) 
(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)
عنوان : تحلیل تقویت‌کننده‌های پایه در تکنولوژی FinFET ( ترانزیستورهای پره‌ای اثر میدان)
سخنران : مینا طیبی

چکیده:
در این پایان‌نامه ترانزیستورهای پره‌ایFinFET   برای کاربردهای تقویت کنندگی مورد بررسی  قرار گرفته است‌. با توجه به ساختار این ترانزیستور برای کاهش اثر کانال کوتاه و بهبود بهره، تقویت‌کننده‌های سورس مشترک، درین مشترک و گیت مشترک در این تکنولوژی تحلیل شده است. مشخصات تقویت‌کننده‌های پایه مانند بهره، فرکانس قطع، اثرات غیرخطی و غیره بررسی گردیده است. همچنین ترانزیستور FinFET در نرم‌افزار SILVACO شبیه‌سازی شده است. مشخصات ترانزیستور شبیه‌سازی شده، مانند اثر مدولاسیون طول کانال، شیب زیرآستانه، اثر DIBL، استخراج شده است و سپس با استفاده از فایل کتابخانه HSPICE ارایه شده در سایت PTM، یک تقویت‌کننده تفاضلی توان پایین با نرخ چرخش بالا طراحی و شبیه سازی شده است. این تقویت کننده با تلف توان 81 میکرووات و پهنای باند 5.1 گیگاهرتز، دارای نرخ چرخش مثبت 7100 ولت بر میکروثانیه و نرخ چرخش منفی 5045 ولت بر میکروثانیه می‌باشد.
واژگان کلیدی: اثر کانال کوتاه، تقویت‌کننده‌های FinFET، مدار توان پایین، نرم‌افزار SILVACO.
زمان برگزاری: دوشنبه 28 دی ماه 1394 ساعت 8:30
مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق، کلاس 117
